® 



J 



Europaisches Patentamt 
European Patent Office 
Office europeen des brevets 




0 Veroffentlichungsnummer: 0 583 690 A2 



© 



EUROPAISCHE PATENTANMELDUNG 



Anmeldenummer. 9oii«c5ob.o 


v^y int. oi. 3 : vaUDrv iy/u/ 


© Anmeldetag: 05.08.93 




© Prioritat: 20.08.92 DE 4227551 


Erfinder: Smith, Stuart 


@ Veroffentlichungstag der Anmeldung: 


Steinstrasse 54 


D-81667 Munchen(DE) 


23.02.94 Patentblatt 94/08 


Erfinder: Klotzig, Gerold 


© Benannte Vertragsstaaten: 
DE FR GB IT NL 


Mittenheimer Strasse 9 
D-85386 Eching(DE) 


Erfinder: Klosa, Klaus 


© Anmelder: TEMIC TELEFUNKEN 
microelectronic GmbH 


Reisingerstrasse 12 
D-80337 Munchen(DE) 


Theresienstrasse 2 




D-74072 Heilbronn(DE) 


© Vertreter: Maute, Hans-Jurgen, Dipl.-lng. 


@ Erfinder: Bruhnke, Michael 


TEMIC TELEFUNKEN microelectronic GmbH, 


Hiltensperger Strasse 3 


Postfach 35 35 


D-80798 Munchen(DE) 


D-74025 Heilbronn (DE) 



© Chip-Karte mit Feldstarkedetektor. 



< 

o 

o> 

CO 

CO 
00 

in 



Q. 

LU 



© Die Erfindung betrifft eine kontakt- und batterie- 
lose Chip-Karte mit einer Antennenspule, einer Sen- 
de- und Empfangsstufe, die uber ein von einem 
Schreib-Lese-Gerat erzeugten elektromagnetischen 
Wechsetfeld zum einen die Chip-Karte mit Energie 
versorgt und zum anderen die bidirektionale Daten- 
ubertragung zum Schreib-Lese-Gerat vornimmt. Der- 
artige Chip-Karten weisen den Nachteil auf t daG ins- 
besondere Funktionen der Chip-Karte mit einem ho- 
hen Energiebedarf nur in einem sehr eingeschrank- 
ten Entfernungsbereich urn das Schreib-Lese-Gerat 
zuverlassig ausgefuhrt werden konnen. Zu den ge- 



nannten Funktionen zahlt beispielsweise das Pro- 
grammieren des Festwertspeichers der Chip-Karte. 
Erfindungsgemafi weist die Chip-Karte einen Detek- 
tor zur Bestimmung der Feldstarke des Energie auf 
die Chip-Karte ubertragenden elektromagnetischen 
Wechselfelds auf. Die Funktionen des Anwendungs- 
teils, die bei der Ausfuhrung einen hohen Energiebe- 
darf haben, werden vorteilhaft nur dann ausgefuhrt, 
wenn der Detektor eine ausreichende Feldstarke de- 
tektiert hat. Dadurch wird die fehlerhafte Oder unvoll- 
standige Ausfuhrung energieaufwendiger Funktionen 
der Chip-Karte bereits vor Beginn vermieden. 
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Die Erfindung betrifft eine kontakt- und batterie- 
lose Chip-Karte nach dem Oberbegriff des An- 
spruchs 1. 

Derartige Chip-Karten sind z.B. aus Winfried 
Wigand, "Die Karte mit dem Chip", Siemens Nix- 
dorf Informationssysteme AG, Berlin und Munchen, 
1991, insbesondere Seite 34-36 bekannt. Bei den 
bekannten kontakt- und batterielosen Chip-Karten 
erfolgt die Stromversorgung durch z.B. transforma- 
torische Kupplung uber ein von einem zugehdrigen 
Schreib-Lese-Gerat erzeugten Wechselfeld. Auch 
die DatenCibertragung von und zu der Chip-Karte 
erfolgt durch Modulation dieses Wechselfelds. Be- 
stimmte Funktionen der Chip-Karte, wie z.B. die 
Programmierung von EEPROM-Speicherzellen mit 
Daten, die uber das Feld zur Chip-Karte gesendet 
werden, benotigen eine groBere Energiemenge als 
andere Funktionen der Karte, wie z.B. das Senden 
und Empfangen von Daten. Diese energieaufwendi- 
gen Funktionen werden bei zu geringer Stromver- 
sorgung nur fehlerhaft und unvollstandig durchge- 
fuhrt. So kann z.B. bei der Programmierung von 
EEPROM-Zellen der Chip-Karte der Datenerhalt 
nicht sichergestellt werden, wenn die Stromversor- 
gung der Chip-Karte nicht ausreichend ist. Da die 
Stromversorgung der Chip-Karte neben anderen 
Faktoren auch vom Abstand zum Schreib-Lese- 
Gerat und von dessen Sendeleistung abhangig ist, 
bewirkt eine Anderung der Entfernung zwischen 
Chip-Karte und Schreib-Lese-Gerat unter Umstan- 
den, daB die Funktionen der Chip-Karte, die eine 
groBere Energiemenge zu ihrer Durchfuhrung be- 
notigen, nicht richtig ausgefuhrt werden konnen. 

Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine Chip- 
Karte nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 anzu- 
geben, bei der die durch das Wechselfeld des 
Schreib-Lese-Gerats ubertragene Energiemenge 
bestimmt werden kann. 

Diese Aufgabe wird durch eine Chip-Karte mit 
den kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs 1 
gelost. Die vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung 
ergibt sich aus den Unteranspruchen. 

Bei der Chip-Karte nach der Erfindung ist ein 
Detektor zur Bestimmung der empfangenen Feld- 
starke des Wechselfelds vorgesehen, das vom 
Schreib-Lese-Gerat erzeugt wird und die Chip-Kar- 
te wahrend des Betriebs mit Energie versorgt. Die 
durch das Wechselfeld ubertragene Energiemenge 
ist hauptsachlich von der Feldstarke des von der 
Chip-Karte empfangenen Wechselfeldes abhangig. 
Durch die Detektion der Empfangsfeldstarke kann 
auf die der Chip-Karte zur Verfugung stehenden 
Energiemenge geschlossen werden. 

In einer Weiterfiihrung der Erfindung werden 
Funktionen des Anwendungsteils der Chip-Karte, 
welche zur fehlerfreien Ausfuhrung einen hohen 
Energiebedarf aufweisen, nur dann ausgefuhrt, 
wenn vom Feldstarkedetektor eine genugend hohe 



Empfangsfeldstarke detektiert wurde. Dabei muB 
die detektierte Empfangsfeldstarke die fur ein si- 
cheres und fehlerfreies Ausfuhren dieser Funktio- 
nen ausreichende Energiemenge sicherstellen. Zu 

5 diesen energieaufwendigen Funktionen des Anwen- 
dungsteils gehort beispielsweise das Programmie- 
ren bzw. Schreiben von PROM-, EPROM- oder 
EEPROM- Speicherzellenanordnungen. 

GemaB einer vorteilhaften Ausgestaltung der 

70 Erfindung weist der Detektor zur Feldstarkemes- 
sung einen Schalter T1 und eine Last R1 auf. Zur 
Feldstarkemessung wird der Schalter T1 geschlos- 
sen, so daB die Last R1 parallel zur Empfangsspule 

1 geschaltet wird. Es ist ein wesentlicher Aspekt 
;5 der Erfindung, daB die Last nicht standig sondern 

nur zeitweise parallel zur Empfangsspule liegt und 
diese bedampft. Durch die getaktete Feldstarke- 
messung steht der Sende- und Empfangsstufe 
wahrend der ubrigen Zeit bei abgeschalteter Last 

20 der vollstandige Strom der Empfangsspule zur 
Energieversorgung zur Verfugung. Zum getakteten 
Zuschalten der Last R1 wird dem Schalter T1 ein 
MeBtaktsignal MOD zugefuhrt. Die Messung der 
Empfangsfeldstarke erfolgt dadurch im Takt des 

25 MeBtaktsignals. 

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung 
der Erfindung wird als feldstarkeabhangiges Poten- 
tial der Spannungsabfall entlang der Last im Feld- 
starkedetektor herangezogen. Bei geschlossenem 

30 Schalter flieBt ein Strom durch die Last, der im 
zeitlichen Mittel proportional zur Empfangsfeldstar- 
ke ist. Die Messung des Spannungsabfalls entlang 
der Last R1 ergibt also ein Mafi fur die GroBe der 
empfangenen Feldstarke und somit auch ein MaB 

35 fur die der Chip-Karte zur Verfugung stehenden 
Energiemenge. 

GemaB einer weiteren Ausfuhrungsform der Er- 
findung wird die in der Sende- und Empfangsstufe 

2 aus dem Wechselfeld gewonnene Versorgungs- 
40 spannung VSS, GND (= G round) als feldstarkeab- 
hangiges Potential genutzt. Bei geschlossenem 
Schalter T1 flieBt ein Teil des von der Empfangs- 
spuie gelieferten Stroms uber die Last R1. Bei 
geringer Empfangsfeldstarke sinkt damit die vom 

45 Sende- und Empfangsteil aus dem Spulenstrom 
gewonnene Versorgungsspannung VSS, GND der 
Chip-Karten. Somit kann auch die von der Sende- 
und Empfangsstufe erzeugte Versorgungsspan- 
nung beim geschlossenen Schalter T1 vom Feld- 

50 starkedetektor zur Bestimmung der Empfangsfeld- 
starke herangezogen werden. In einer vorteilhaften 
Ausgestaltung der Erfindung wird das feldstarkeab- 
hangige Potential mittels einer Komparatorschal- 
tung mit einer geeigneten Referenzspannung ver- 

55 glichen. Der Komparatorschaltung wird neben dem 
feldstarkeabhangigen Potential in der Referenz- 
spannung zusatzlich das MeBtaktsignal MOD zuge- 
fuhrt. Dadurch wird gewahrleistet. daB das (eldstar- 
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keabhangige Potential nur bei angelegter Last, d.h. 
bei geschlossenem Schalter T1, von der Kompara- 
torschaltung ausgewertet wird. Am Ausgang der 
Komparatorschaltung steht somit ein binares Signal 
an, welches anzeigt, ob die empfangene Feldstarke 5 
einen vorgewahlten Wert erreicht bzw. uberschrit- 
ten hat. Bei richtiger Wahl der Referenzspannung 
wird angezeigt, ob die empfangene Feldstarke aus- 
reicht, urn bestimmte Funktionen des Anwender- 
teils durchzufuhren. w 

In einer anderen vorteilhaften Ausgestaltung 
wird das feldstarkeabhangige Potential durch einen 
A/D-Wandler digitalisiert und in einem Speicher- 
latch zwischengespeichert. Am Ausgang des Spei- 
cherlatches kann das Ergebnis der Feldstarkemes- is 
sung in digitaler Form zur weiteren Verarbeitung 
ausgelesen werden. 

In einer vorteilhaften Weiterbildung wird dem 
Speicherlatch das MeGtaktsignal MOD zugefuhrt. 
Damit wird der schreibende Zugriff auf das Spei- 20 
cherlatch auf die Zeit begrenzt, in der auch die 
Last angelegt ist, d.h. der Schalter T1 geschlossen 
ist. Das Ergebnis der Feldstarkemessung wird in 
binarer bzw. digitalisierter Form an die Sende- und 
Empfangsstufe weitergeleitet. Eine Logikstufe in 25 
der Sende- und Empfangsstufe entscheidet dann, 
ob bestimmte Funktionsgruppen des Anwenderteils 
ausgefuhrt werden konnen Oder nicht. Auch dem 
Anwenderteil kann das Ergebnis der Feldstarke- 
messung zugefuhrt werden, damit es dort weiter- 30 
verarbeitet werden kann. 

In einer vorteilhaften Ausgestaltung des Chip- 
Karten Systems, bestehend aus Chip-Karte und 
Schreib-Lese-Gerat, wird das von der Chip-Karte 
ermittelte Ergebnis der Messung der Empfangs- 35 
feldstarke dem Schreib-Lese-Gerat ubermittelt. Das 
Schreib-Lese-Gerat paBt seine Sendeleistung ge- 
maG der Empfangsfeldstarke in der Chip-Karte an. 
Dadurch wird erreicht, daG uber einen erweiterten 
Abstandsbereich zwischen Chip-Karte und Schreib- 40 
Lese-Gerat stets eine ausreichende Energieversor- 
gung der Chip-Karte gewahrleistet ist und alle 
Funktionsgruppen des Anwenderteils ausgefuhrt 
werden konnen, ohne daG das Schreib-Lese-Gerat 
standig mit einer erhohten Sendeleistung arbeitet. 45 
Die Sendeleistung des Schreib-Lese-Gerats wird 
standig an den Abstand zur Chip-Karte angepaGt. 

Im folgenden sei die Erfindung anhand der 
Figuren und eines Ausfuhrungsbeispiels erlautert. 

Dabei zeigen 50 

Figur 1 das Blockschaltbild einer Chip-Karte 

nach der Erfindung, 

Figur 2 das Blockschaltbild einer ersten Ausge- 
staltung nach der Erfindung, 

Figur 3 eine erste Auswerteschaltung nach der 55 
Erfindung, 

Figur 4 eine zweite Auswerteschaltung nach der 
Erfindung, 
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Figur 5 das Beispiel eines Signalverlaufs in ei- 
ner erfindungsgemaGen Schaltung. 

Die Figur 1 zeigt das Blockschaltbild einer kon- 
takt- und batterielosen Chip-Karte nach der Erfin- 
dung. Ein stationares Schreib-Lese-Gerat, das nicht 
in der Figur dargestellt ist, erzeugt ein RF-Feld, 
das die Chip-Karte mit Energie versorgt. Uber das 
RF-Feld werden auGerdem Daten zwischen Chip- 
Karte und Schreib-Lese-Gerat ausgetauscht. Die 
Chip-Karte weist im allgemeinen eine Empfangsan- 
tenne 1 auf. Dies ist im Ausfuhrungsbeispiel vorteil- 
hafterweiser eine Empfangsspule. Die vom RF-Feld 
in die Spule 1 induzierte Spannung U C oil wird der 
Sende- und Empfangsstufe 2 der Chip-Karte zuge- 
fuhrt. Die Sende- und Empfangsstufe 2 gewinnt 
aus der Spulenspannung U C qil zum einen die Ver- 
sorgungsspannung VSS, GND fur die Chip-Karte 
und zum anderen die empfangenen Daten Di ... D N 
{ggf. nutzliche/sinnvolle Anmerkung? (EEG: 
X9155)}. Ein geeignetes Verfahren ist in Anmel- 
dung P 41 07 311 erwahnt. Die empfangenen Da- 
ten D1 ... Dm werden z.B. in digitaier Form anhand 
eines Bussystems an den Anwenderteil 3 der IC- 
Karte weitergeleitet. Zum Senden wird das RF-Feld 
uber ein Bedampfen der Empfangsspule 1 modu- 
liert. Die Modulation des RF-Feldes wird vom 
Schreib-Lese-Gerat empfangen und ausgewertet. 
Die zu sendenden Daten werden vom Anwenderteil 
3 zur Sende- und Empfangsstufe 2 geleitet, welche 
dann das Bedampfen der Empfangsspule 1 regelt. 
Dabei ist zu beachten, daG die Spule nicht zu stark 
bedampft wird, da ansonsten die Spannungsversor- 
gung der Chip-Karte zusammenbrechen wurde. 

Der Anwenderteil 3 enthalt im allgemeinen ei- 
nen nichtfluchtigen Speicher zum dauerhaften 
Speichern der ubertragenen Daten und weitere 
Schaltungsteile zum Verarbeiten dieser Daten. Zum 
Programmieren des nichtfluchtigen Speichers, wel- 
cher im allgemeinen von einer EEPROM-Anord- 
nung genugender GroGe gebildet wird, ist eine 
genugend groGe Energiemenge erforderlich, damit 
eine sichere Programmierung und ein sicherer Da- 
tenerhalt gewahrleistet ist. GemaG der Erfindung ist 
ein Detektor 4 zur Bestimmung der durch die Emp- 
fangsspule empfangene Feldstarke des vom 
Schreib-Lese-Gerat erzeugten RF-Feldes vorgese- 
hen. Eine Auswertelogik laGt Funktionen wie z.B. 
das Schreiben in die EEPROM-Speicherzellen nur 
dann zu. wenn eine ausreichende Energiemenge 
aul -lot Chip-Karte zur Verfugung steht. Im ersten 
AusK'.hnifUjsbeispicl ist zur Feldstarkemessung 
ein.: n. M.-nschnltiing aus einem als Schalter die- 
ncj' »' M. n Tiansistor T1 und einer Last R1 
voi •;. ••••> Diosc Reihenschaltung verbindet die 
boo- r, f.:«.ion dor Empfangsspule. Bei geschlosse- 
nem S< h:iUcr ist der Spannungsabfall uber die Last 
Ri proportional zur empfangenen Feldstarke und 
damtt gloichzeitig ein MaG fiir die auf dem Chip zur 
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Verfugung stehenden Energiemenge. Da nun aber 
ein standiges Bedampfen der Empfangsspule mit 
der Last R1 mit einem hohen Energieverlust ver- 
bunden ist und auBerdem die Reichweite beim 
Senden von Daten sehr stark verringern wurde, 
erfolgt das Bedampfen der Spule mittels der Last 
R1 zeitlich getaktet. Dazu wird dem als Schalter 
betriebenen Transistor T1 das MeBtaktsignal MOD 
zugefuhrt. 

Durch das MeBtaktsignal MOD wird erreicht, 
daB die Last R1 periodisch parallel zur Empfangs- 
spule geschalten wird. Weiterhin ist eine zusatzli- 
che Regelschaltung REG vorgesehen, die verhin- 
dert, daB bei sehr kleinen Empfangsfeldstarken die 
Spannungsversorgung des IC's bei angelegter Last 
R1 zusammenbricht. In einem solchen Fall wurde 
namlich fast der gesamte Strom bei geschlosse- 
nem Schalter T1 durch die Last R1 flieSen. Der 
verbleibende Rest wurde nicht ausreichen um die 
ubrigen Schaltungsteile des IC's ausreichend mit 
Energie zu versorgen. Wenn die Versorgungsspan- 
nung unter einen vorbestimmten Wert fallt, verhin- 
dert die Regelschaltung REG, daB der Schalter T1 
geschlossen wird bzw. geschlossen bleibt, indem 
das MeBtaktsignal MOD nicht an den Schalter T1 
weitergeleitet wird. 

Als feldstarkeabhangiges Potential Ufelo wird 
im Ausfuhrungsbeispiel nach der Figur 2 der Span- 
nungsabfall entlang der Last R1 herangezogen. 
Das feldstarkeabhangige Potential Ufelo wird zur 
Auswertung Schaltungsteilen zugefuhrt, wie sie z.B. 
in den Figuren 3 und 4 dargestellt sind. Die Aus- 
werteschaltung nach Figur 3 besteht aus einem 
Komparator, der das Eingangssignal Ufeld mit ei- 
ner Referenzspannung U RE f vergleicht. Das Ergeb- 
nis des Vergleichs Ucomp wird einer Logikstufe 
zugefuhrt und in dieser mit dem MeBtaktsignal 
MOD verknupft, da das Ausgangssignal des Kom- 
parators nur dann aussagekraftig ist, wenn der 
Schalter T1 durch das MeBtaktsignal MOD ge- 
schlossen wurde. Als Ausgangssignal U 0 ut der Lo- 
gikstufe liegt schlieGlich ein binares Signal vor, 
welches anzeigt, ob das feldstarkeabhangige Po- 
tential bei der letzten Messung groBer war als die 
Referenzspannung U RE f. Bei geeigneter Wahl der 
Referenzspannung ist das Ausgangssignal U 0 ut ein 
verlaBliches MaB dafur, ob die empfangene Ener- 
giemenge fur die Durchfuhrung energieintensiver 
Funktionen des Anwenderteils ausreichend ist. Ent- 
sprechend diesem Ausgangssignal werden diese 
Funktionen gesteuert. 

In der Auswerteschaltung nach Figur 4 wird 
das feldstarkeabhangige Potential Ufeld digitalisiert 
weiterverarbeitet. Dazu wird das feldstarkeabhangi- 
ge Potential Ufeld zunachst einer Filterstufe zuge- 
fuhrt und durch diese geglattet. AnschlieBend wird 
das geglattete Signal durch einen A/D-Wandler di- 
gitalisiert. Die Bittauflosung der Digitalisierung ist 



abhangig von der gewunschten Genauigkeit des 
digitalen Ausgangssignals D 0 ut. Der Ausgang des 
A/D-Wandlers ist uber entsprechend breite Buslei- 
tungen mit einem Speicherlatch SP verbunden. Der 

5 Eingang des Speichers SP wird mit einem Taktsi- 
gnal CLK und dem MeBtaktsignal MOD gesteuert. 
Dadurch wird erreicht, daB das Ergebnis der A/D- 
Wandlung nur dann in das Speicherlatch geschrie- 
ben wird, wenn der Schalter T1 geschlossen ist 

/o und damit das feldstarkeabhangige Potential Ufeld 
Aussagekraft besitzt. Am Ausgang des Speicherlat- 
ches SP kann das digitale Ausgangssignal D 0 ut zur 
weiteren Verarbeitung ausgelesen werden. 

In einem zweiten Ausfuhrungsbeispiel wird 

75 nicht der Spannungsabfall entlang der Last sondern 
direkt die von der Sende- und Empfangsstufe 2 
erzeugte Versorgungsspannung VSS als feldstarke- 
abhangiges Potential Ufeld herangezogen, wenn an 
die Empfangsspule die Last angelegt ist. Mittels 

20 eines Analogkomparators wird die Versorgungs- 
spannung mit einer auf dem IC generierten Refe- 
renzspannungsquelle verglichen. Der Analogkom- 
parator wird, wie bereits oben beschrieben, vom 
MeBtaktsignal MOD angesteuert und nur wahrend 

25 der eigentlichen Messung eingeschaltet. Dadurch 
steht dem IC auGerhalb der Mefizyklen der ge- 
samte induzierte Strom als Arbeitsstrom zur Verfu- 
gung. 

Die Figur 5 zeigt die Signalverlaufe wahrend 

30 der Feldstarkemessung fur groGe Feldstarke im 
linken Teil und fur kleine Feldstarke im rechten Teil 
der Diagramme. Dabei zeigen die Kurven A, B und 
C den zeitlichen Verlauf der Spulenspannung U C oil. 
des MeBtaktsignals MOD und des feldstarkeabhan- 

35 gigen Potentials Ufeld entlang der Last R1. In der 
Kurve C ist zusatzlich die dem Komparator zuge- 
fuhrte Referenzspannung U RE f eingezeichnet. Der 
Verlauf der Kurve D zeigt das Ausgangssignal des 
Komparators gemaB Figur 3, die Kurve E zeigt das 

40 Ergebnis der Feldstarkemessung Uout am Aus- 
gang der Logikschaltung. Die Verlaufe der Kurven 
F, G und H zeigen den Signalverlauf bei der digita- 
len Signalauswertung nach der Figur 4. Die Kurve 
F zeigt die geglattete Ausgangsspannung des Fil- 

45 ters, die Kurve H das Ausgangswort des A/D- 
Wandlers. wobei dessen Werte nur wahrend des 
MeBtaktsignals Gultigkeit besitzen. Der mit dem 
Pfeil und SP markierte Zeitpunkt ist ausschlagge- 
bend dafur. welcher Wert in das Speicherlatch ge- 

50 schriehon und von dort aus ausgelesen werden 
kann (Kcr/o H) 

D»- :.-ir-n Auswcrtearten lassen sich auch 
dann .• ••.!. n wonn nicht der Spannungsabfall 
entlan ; : Uttt. sondern die Versorgungsspan- 

55 nung VSS mi s»:h als feldstarkeabhangiges Poten- 
tial Vcm /v< Hiking lindet. 

Woituihm i st die Erfindung nicht auf Chip-Kar- 
ten best:hrankt. Sic kann bei alien batterie- und 
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kontaktlosen IC-Anwendungen, wie z.B. Identifika- 
tionssysteme, vorteilhaft eingesetzt werden. 

Patentanspriiche 

1. Kontakt- und batterielose Chip-Karte mit einer 
Antennenspule, einer Sende- und Empfangs- 
stufe, die uber ein von einem Schreib-Lese- 
Gerat erzeugten elektromagnetischen Wech- 
selfeld zum einen die Chip-Karte mit Energie 
versorgt und zum anderen die bidirektionale 
Datenubertragung zum Schreib-Lese-Gerat 
vornimmt, und mit einem von der jeweiligen 
Anwendung der Chip-Karte abhangigen An- 
wendungsteil, dadurch gekennzeichnet, 

daB die Chip-Karte einen Detektor zur Bestim- 
mung der Feldstarke des Energie auf die Chip- 
Karte ubertragenden elektromagnetischen 
Wechselfelds aufweist. 

2. Chip-Karte nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, 

daB Funktionen des Anwendungsteils, die bei 
der Ausfuhrung einen hohen Energiebedarf ha- 
ben, nur dann ausgefuhrt werden, wenn der 
Detektor eine ausreichende Feldstarke detek- 
tiert hat. 

3. Chip-Karte nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, 

daB die Funktionen mit hohem Energiebedarf 
das Schreiben in einen EPROM- bzw. EE- 
PROM-Speicher beinhalten. 

4. Chip-Karte nach einem der Anspruche 1 bis 3. 
dadurch gekennzeichnet, 

daB der Detektor zur Feldstarkemessung einen 
Schalter (T1) und eine Last (R1) aufweist und 
daB zur Feldstarkemessung die Last (R1) 
durch den Schalter (T1) parallel zur Empfangs- 
spule geschaltet wird. 

5. Chip-Karte nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, 

daB ein MeBtaktsignal (MOD) erzeugt wird, das 
dem Schalter T1 zugefuhrt wird, so daB das 
Zuschalten der Last und damit die Feldstarke- 
messung im Takt des MeBtaktsignals (MOD) 
erfolgt. 

6. Chip-Karte nach Anspruch 4 oder 5, dadurch 
gekennzeichnet, 

daB der Spannungsabfall entlang der Last bei 
geschlossenem Schalter als feldstarkeabhangi- 
ges Potential zur Feldstarkebestimmung heran- 
gezogen wird. 



7. Chip-Karte nach Anspruch 4 oder 5, dadurch 
gekennzeichnet, 

daB die von der Sende- und Empfangsstufe 
gelieferte Versorgungsspannung bei geschlos- 
5 senem Schalter als feldstarkeabhangiges Po- 

tential zur Feldstarkebestimmung herangezo- 
gen wird. 
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8. Chip-Karte nach Anspruch 6 oder 7, dadurch 
gekennzeichnet, 

daB das feldstarkeabhangige Potential mittels 
einer Komparatorschaltung mit einer Referenz- 
spannung verglichen wird. 



9. Chip-Karte nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, 

daB der Komparatorschaltung das MeBtaktsi- 
gnal (MOD) zugefuhrt wird, so daB das Aus- 
gangsignal des Komparators nur dann gultig 
20 ist, wenn auch der Schalter T1 geschlossen ist. 

10. Chip-Karte nach Anspruch 6 oder 7, dadurch 
gekennzeichnet, 

daB das feldstarkeabhangige Potential anhand 
25 eines AD-Wandlers digitalisiert und am Aus- 

gang eines Speicherlatches zur weiteren digi- 
talen Verarbeitung in digitaler Form zur Verfu- 
gung gestellt wird. 

30 11. Chip-Karte nach Anspruch 10, dadurch ge- 
kennzeichnet, 

daB dem Speicherlatch das MeBtaktsignal zu- 
gefuhrt wird, so daB der Ausgangswert des AD 
Wandlers nur dann in das Speicherlatch ge- 
35 schrieben wird, wenn auch der Schalter T1 

geschlossen ist. 



12. Chip-Karte nach einem der Anspruche 1 bis 
1 1 , dadurch gekennzeichnet, 
daB das Ergebnis der Feldstarkemessung an 
die Sende- und Empfangsstufe weitergeleitet 
wird. 
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13. Chip-Karte nach Anspruch 12, dadurch ge- 
kennzeichnet, 

daB das Ergebnis der Feldstarkemessung an 
das Schreib-Lese-Gerat gesendet wird. 

14. Chip-Karte nach einem der Anspruche 1 bis 
13, dadurch gekennzeichnet, 

daB das Ergebnis der Feldstarkemessung an 
den Anwenderteil weitergeleitet wird. 

15. Chip-Karten-System mit einer Chip-Karte nach 
Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, 

daB das Schreib-Lese-Gerat seine Sendelei- 
stung gemaB dem Ergebnis der Feldstarke- 
messung in der Chip-Karte anpaBt, so daB 
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uber einen groGen Abstandsbereich zwischen 
Schreib-Lese-Gerat und Chip-Karte die von der 
Chip-Karte empfangene Feldstarke konstant 
bleibt. 
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FIG. 2 
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© Chip-Karte mit Feldstarkedetektor. 



CO 



© Die Erfindung betrifft eine kontakt- und batterie- 
lose Chip-Karte mit einer Antennenspule, einer Sen- 
de- und Empfangsstufe, die uber ein von einem 
Schreib-Lese-Gerat erzeugten elektromagnetischen 
Wechselfeld zum einen die Chip-Karte mit Energie 
versorgt und zum anderen die bidirektionale Daten- 
ubertragung zum Schreib-Lese-Gerat vornimmt. Der- 
artige Chip-Karten weisen den Nachteil auf, daB ins- 
besondere Funktionen der Chip-Karte mit einem ho- 
hen Energiebedarf nur in einem sehr eingeschrank- 
ten Entfernungsbereich um das Schreib-Lese-Gerat 
zuverlassig ausgefiihrt werden konnen. Zu den ge- 



nannten Funktionen zahlt beispielsweise das Pro- 
grammieren des Festwertspeichers der Chip-Karte. 
ErfindungsgemaB weist die Chip-Karte einen Detek- 
tor zur Bestimmung der Feldstarke des Energie auf 
die Chip-Karte ubertragenden elektromagnetischen 
Wechselfelds auf. Die Funktionen des Anwendungs- 
teils, die bei der Ausfuhrung einen hohen Energiebe- 
darf haben, werden vorteilhaft nur dann ausgefuhrt, 
wenn der Detektor eine ausreichende Feldstarke de- 
tektiert hat. Dadurch wird die fehlerhafte Oder unvoll- 
standige Ausfuhrung energieaufwendiger Funktionen 
der Chip-Karte bereits vor Beginn vermieden. 
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